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MEMORIA DESCRIPTIVA PARA SOLICITAR HÍTENTE DE INVENCION 

EN ESPAÑA POR: "DISPOSITIVO CONMUTADOR". A NOMBRE DE 

STANDARD ELECTRICA. S.A.. DOMICILIABA BW MADRID. 

nAT-IM HE RAMIREZ DE ERADO. 5

Este invento se refiere a un elemento de memoria o dis­

positivo conmutador no volátil oon características eláotrioas que 

puede ser utilizado oomo elemento de memoria de lectura, no destrag. 

tibie, no volátil, dígito o analógioo.

Segdn el invento un elemento de memoria o dispositivo 

conmutador no volátil incluye un subestrato, una primera capa elec­

trodo de metal, una'pelíoula de material aislante y una segunda capa 

eleotrodo de metal, caracterizado porque el film de material aislan­

te está asociado oon un metal activo, tal oomo se define más adelan­

te.

Un metal activo se define oomo aquel en que los iones 

pueden ser difundidos en el aislante por aplioación de un oampo eléo. 

trico. Metales activos típicos son el cobre, el oro, la plata y el 

oino.

Segdn una oaraoterístioa del invento por lo menos una de
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las capas electrodo está heoHa d& un meval'atMivo.

Según otra caraoteristioa del invento el metal active 

se deposita conjuntamente con el metal aislante y  ambas oapas elec- 

trodo de metal son de metales no activos o neutros.

Las anteriores y  otras características del invento serán 

más fácilmente evidentes por la siguiente desoripoión de formas del 

invento dadas oon relación a los adjuntos dibujos* en los cuales!

La fig. 1 es un diagrama en sección transversal a tra- 

vós de un dispositivo oonmutador.

La fig. 2 es una vista de planta de un dispositivo con­

mutador múltiple.

La fig. 3 es una oaraoteristioa de corriente/potenoial 

de una forma de dispositivo, y

La fig. 4 es una oaraoteristioa de corriente/potenoial 

de una forma alternativa de dispositivo.

Las figs. 1 y 2 forman dos vistas de la misma construc­

ción. Una capa subestrato 1, tal como cristal, tiene una tira fina 

2 de aluminio depositado sobre la misma, de aproximadamente 2.000 

Xngstroms de espesor. Una película 3 de óxido de silicio se deposi­

ta entonces al vacio sobre la tira 2, dejando los extremos de ésta 

expuestos. El espesor del óxido de silicio puede ser de 200 a 2.000 

íngstroms, pero en el dispositivo aquí desorito es de 500 ingstroms 

de espesor. Como se muestra en la fig. 2, varias tiras transversa­

les 4 se depositan para crear un número de dispositivos conmutadores 

sobre un subestrato oomdn. Se haoen deliberadamente gruesas las car­

pas de metal para evitar pérdidas de I^R en tanto sea posible. La 

capa aislante 3 debe estar libre de perforaciones.

El dispositivo en estas condioiones tiene una impedanoia 

alta. Sin embargo, si se aplica un oampo elóotrioo a través del dis- 

positivo en un vacío de aproximadamente 10 mm. de mercurio con el
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eleotrodo de metal activo polarizado positivamente, los iones metá­

licos se inyeotan en el material dieléctrico y se obtienen caraote- 

ristioaa eléctrioas que permiten utilizar el dispositivo como elemeg. 

to de memoria.

B1 dispositivo tiene una característica de corriente- 

potencial única con una región de resistencia negativa oontrolada 

por potencial, como se muestra en la fig. 3 ouando funciona en un 

vacío de 10**̂  mm. de mercurio. Si se oolooa en serie con una resis­

tencia adeouada, el dispositivo puede conmutarse entre dos estados 

estables A y C en la curva de corriente-potenoial de la fig. 3. Si 

el dispositivo está en la condición A  puede oonmutarse a la condi­

ción C poniendo en cortocircuito la resistencia. Si el dispositivo 

está en el estado 0 puede oonmutarse al estado A reduoiendo lenta­

mente el potenoial aplioado. Si el dispositivo está en un estado in­

termedio inestable, desconectando rápidamente el potenoial, el dis­

positivo permanecerá en este estado. Asi, la resistencia inioial del 

dispositivo será alta o baja si el potenoial se desooneota ouando el 

dispositivo está en la condioión C o A respectivamente. Sin embargo, 

se puede estabilizar en una oondioión intermedia según se ha descri­

to. Para determinar el último estado en que se dejó el dispositivo, 

es necesario probar el dispositivo oon un pequeño potenoial, por 

ejemplo, inferior a 2 voltios. Por la leotura de la información oon 

la señal pequeña no se cambia la condición, o la información almaoe- 

nada? del dispositivo. Asi, utilizando el comportamiento eléotrioo 

descrito este dispositivo puede utilizarse como elemento de memoria 

digital, no volátil de leotura no destructible. El dispositivo emite 

también electrones a unos 3 voltios. Por lo tanto, otro método de 

determinar en qué oondioión se ha dejado el dispositivo es examinar 

la emisión electrónica. En la oondioión A el dispositivo no emitirá 

electrones en cantidad significativa, mientras que en la oondioión C
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se emitirán electrones en cantidad apreoiable. Si sobre el disposi­

tivo se ooloos un ánodo fino oon una oapa de fósforo sobre el mismo, 

se pueden acelerar los electrones aplicando un potencial positivo 

al ánodo y asi excitar el fósforo. Haciendo uao de este heoho ea 

poaible leer ópticamente la información almacenada en el dispositi­

vo.

El dispositivo es también capaz de ser aeoionado oomo 

memoria analógioa oomo se ha dioho, pues la resistencia inicial pue­

de variarse entre las dos condiciones extremas desde baja a alta 

impedanoia. Si se polariza el dispositivo a cualquiera de los pun­

tos A, B, C o D de la curva de oorriente-potenoial y se desooneota 

rápidamente el potencial, el dispositivo permanecerá en el punto en 

que se polarizó. Por lo tanto si el dispositivo se polarizó en el 

punto B de la ourva y se suprimió rápidamente la oorriente, la our- 

va de oorriente-potenoial del dispositivo será entonces OB, mientras 

que si el dispositivo se enoontraba en el punto D ouando se desoo- 

neotó rápidamente el potenoial, la ourva de oorriente-potenoial se­

rá entonces OD. De nuevo, si se experimenta oon el dispositivo oon 

un potenoial bajo, por ejemplo inferior a 2 voltios, es posible de­

terminar en quÓ disposioión intermedia se enouentra el dispositivo.

Como alternativa a depositar una oapa separada de oro 4 

en la fig. 1, el oro puede depositarse simultáneamente oon la oapa 

aislante 3 y una segunda oapa de aluminio 4 puede depositarse sobre 

la oapa 3*
En un tipo alternativo de dispositivo y de nuevo oon re­

ferencia a las figs. 1 y 2, si las capas de metal 1 y 4 son de plata

y la oapa aislante es óxido de silicio de aproximadamente 1.000 
o
Angstroms de espesor, el dispositivo puede haoerse y aooionarae en 

ambiente atmosférico normal. No es neoesario utilizar un vaoio par­

cial para la formación del dispositivo o funcionamiento del mismo.
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Una característica de oorriente-potenoial de tal dispositivo se 

muestra en la fig. 4* La característica muestra un aumento de co­

rriente hasta un valor de polarización de aproximadamente un voltio 

en que se produce un pioo y despuáa se observa una región de resis­

tencia negativa haoia aproximadamente 2 voltios y el dispositivo se 

invierte a una oondioión de alta impedanoia con una polarización su­

perior a los 2 voltios. Como en el dispositivo anterior el electro­

do de plata puede oonmutarse entre dos estados estables y permanece­

rá en el áltimo estado oon tal que se suprima rápidamente el poten­

cial* En el estado de alta impedanoia, la impedanoia inicial puede 

ser del orden de 1.000 ohmios y si se desconecta por debajo de un 

voltio el dispositivo permaaeoerá en la oondioión de baja impedanoia 

y la impedanoia inicial será del orden de un ohmio# B1 dispositivo 

puede ser leído oon pruebas de un potenoial inferior a 0,2 voltio.

De nuevo, cuando se lee la información, el dispositivo retendrá la 

oondioión y por lo tanto es un dispositivo que no se borra en la

leotura. El dispositivo que utiliza oapas de contacto de plata oon
o

una oapa aislante de 1.000 Angstroms de espesor no necesita oapsu- 

lado.

En todos los ejemplos descritos, el área del dispositivo 

no es crítica y puede ser tan pequeña como permita el avance de la

táonica de sedimentación por enmascaramiento en el vaoío. En dispo-
2sitivos llevados a la práotioa elareaha variado desde 0,1 om a 

20,006 om . Materiales utilizables alternativamente como aislantes 

son el fluoruro de magnesio o el sulfuro de oadmio.

Ha de quedar entendido que la anterior descripción de 

ejemplos oonoretos del invento se haoe sólo a modo de ejemplo y no 

limita su alcanoe.

Este ám<Bntcqp<xM*aqpoB a una solioitud de patente for- 

135 mulada en Inglaterra el 4 de Mayo d^*t%6%aenalada^oon al Ndm.
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19711/60 y se acoge, por lo tanto, a loa beneficios que otorgan loa 

convenios internacionales vigentes.

N O T A

Los puntos Ae invención propia y  nueva que se presentan 

para que sean objeto Ae esta patente Ae veinte años son los siguien­
tes:

1 - Un Aispositivo oonmutaAor no volátil, elemento Ae 

memoria, que incluye un subestrato, un primer eleotroAo Ae metal en 

una capa, una película Ae material aislante y  una segunda oapa eleo­

troAo Ae metal, caracterizado porque la película Ae material aislan­

te está asooiaAa oon un metal activo oomo se ha AefiniAo.

2 - Un Aispositivo según el punto 1 en el que el metal 

aotivo eB cobra.

3 -  Un Aispositivo según el punto 1 en el que el metal 

aotivo es oro.

4 - Un Aispositivo segdn el punto 1 en el que el metal 

aotivo es plata.

5 - Un Aispositivo según el punto 1 en el que el metal 

aotivo es zinc.

6 - Un Aispositivo según oualquiera Ae los puntos preoe- 

Aentes en el que una Ae las capas eleotroAo metálicas está heoha Ae 

un metal aotivo.

7 - Un Aispositivo según oualquiera Ae los puntos 1 a 5 

en el que el metal aotivo se Aeposita junto oon la película Ae ma­

terial aislante.

8 - Un Aispositivo según el punto 7 en el que las capas 

eleotroAo Ae metal son ambas metales no aotivos.

9 - Un Aispositivo según cualquiera Ae los puntos preoe- 

Aentes en el que el material aislante es una película Ae óxido Ae

silicio.
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10 - Un dispositivo segdn oualquiera de loe puntos 1 a 

8 en el que el material aislante es una pelioula fina de fluoruro 

de magnesio.

11 - Un dispositivo segdn oualquiera de loa puntos 1 a 

8 en el que el material aislante es una pelioula de sulfuro de cad­

mio.
12 - Un dispositivo segdn oualquiera de los puntos pre­

cedentes en el que la pelioula de material aislante es de un espe-
o

sor entre 200 y 2.000 Angstrcms.

13 - Un dispositivo segdn oualquiera de loa puntos pre­

cedentes en el que uno de los eleotrodos de metal es una capa de 

aluminio.
14 - Un dispositivo segdn oualquiera do loa puntos 1 a 

7 o 9 a 13 en el que ambos eleotrodos de metal son de plata#

1$ - Un dispositivo segdn oualquiera de loa puntos pre­

cedentes que adatada inoluye un subestrato de oristal sobre el que 

se depositan las oapas.

16 - Un dispositivo esencialmente segdn se ha desorito 

oon referencia a la fig. 1 ¡do los adjuntos dibujos.

17 - Un dispositivo oonmutador mdltiple esencialmente 

segdn se ha desorito oon referencia a la fig. 2 de los adjuntos di­

bujos.

18 -  Dispositivo oonmutador#

Tal y oomo se ha desorito en la Memoria que antecede, 

representado en los dibujos que se aoompañan y a los fines especifi­

cados.
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Esta Memoria consta de ocho hojas escritas por una sola
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